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发言人1   00:00
各位领导，大家晚上好，我是太原证券的材料分是春敏在线，还有我们团队的小伙伴叶彬会。欢迎各位投资人也在持续的关注。我们也是在近期组织朝看全球系列的金融会议。也就希望各位领导持续支持我们，持续关注我们。近几年其实我们重点推荐这个ASMPT这家公司。我们看到就随着无论是这个存储还是说后续的我们看到就国内的这个操作率，它整个对于这个堆叠的一个技术，对你的一个需求，就是呃这个指数级的一个增加的那我们也看到这个2.5D和3D封装也是迎来了整个行业迎来了整个行业的红利。

发言人1   00:49
那我们看到前面也是，无论是说这个海力士，还是说是英伟达，以及国内的，相应的类似于像华为等厂商。那对于整个的一个资本开支，的一个投入都是大幅的一个，加大的，甚至一定程度上是每个季度都是超预期的。总线和技术其实也是在持续的一个迭代的。我们对于我们科市场对于这个技术这样的一个进就技术的一个进步的一个或者技术的一个进步的一个节奏，以及设备的一个采购的一个周期，关注度是非常高的。所以我们今天组织这样的一个会议，主要是说明一下就是整个的2.5D的3D封装。3D封装在整个AAI算力，就是整个建设周期的这样的一个重要性和这样的合作的一个场景。另外的话也是在设备这一块的话，其实全球市场的规模，还有目前整个采购的一个节奏，后续需要关注的点。那么下面我们把时间交夜间会。

发言人1   02:10
小燕在吗？各位领导晚上好。下面由我向各位领导介绍一下，目前业界关于中道的这个建和工艺设备的最新的一个技术演进的趋势，以及目前行业内玩家的最新的一个动态。首先我们今天主要聚焦在用于这个covers场景下，c to SC to w以及HBIHBF带to带的这个环节的这种建合工艺的件和工艺的一个迭代。正如过去这个引线键合逐步被这个倒装芯片键合取代，然后同时我们预计现在主流的两种主流的两种键合工艺，一种热压键合，以及未来可能会逐步替代这个热压键合的这个混合键合。

发言人1   03:08
在现阶段的是一个技术共用的一个状态。并且在逻辑跟存储两个场景下的一个使用的宽度跟迭代的一个进度，都有一定的一个差异。我我们首先就需要看到，就是我们需要理解这个建和工艺，它需要去做迭代的一个主要驱动逻辑是在于未来更多的这种多层芯片的一个3D堆叠过程中，核心的一个工艺，更加聚焦于芯片的鞘区控制，芯片间隙的一个高度管理，然后高高热导率与电导率的一个要求，以及无残留的底部填充这四个维度。

发言人1   03:54
随着这个整体的AI双鲤芯片跟HBN4巷，HBNHBN3亿，像HBN44和4亿，以及未来的2029年可能导入的这个HBN5，像这种大尺寸的薄厚度的裸片，以及低热阻、低电阻、高互联密度的一个方向演进的。那么我们混现在未来的混合建合，能够凭借无凸点的原子集互联，在功耗、延迟、密度上都具备了充分的待机优势。未来肯定是会成为整整体整个建筑工艺的一个终极解决方案的。整体的路线是清晰的。但是在不同的这个逻辑跟原存储存储的这个场景下，它的一个迭代节奏存在一定的一个差异。我们首先来看到目前在HB在在这个course以及HBN3和HBN4中比较应用比较成熟的热压键合的工艺。然后目前我们业界已经衍生出两种不同的工艺形态。

发言人1   05:00
一种是助焊基于助焊剂的热压键合，一种是去除去除掉无助焊剂版本的热压键合。那么这两个区别就在于目前不就那个Brooks space的基于助焊剂的这个热压钳和设备，仍然是现在目前主流的逻辑跟这个HBN的生产产线上面的核心平台。那么目它的一个整体的一个存量还是有接近有接近一千多台。

发言人1   05:35
但是现在目前的随着HBN4、HBNHBN3，往往HBN4迭代以后，由现有的这个助焊剂本的GTCB能够覆盖现有的330%到50%微米的一个互联截距。那么可能在HBN4的这个时代，HBS的这个节点上，它这个互联就已经不满足12层以及16层的HBN4和HBN4E的堆叠的一个要求了。那么现在的这个check act的在HBN上面的高度限制是已经已缩放到了已经放宽到了775微米。也就是意味着单层的这个裸片加上你中间的互联，中间的两个同柱之间的间距，要满足小接近小于40到45微米的一个一个水平。那么在极限裸片能够减薄到30微米的一个基础上，那么你要求你每每片裸片之间的一个间隙必须要缩减到接近10微米以及10微米以下。那么现有的这这个基于助焊剂的热压件和设备，已经无法满足生产工艺的一个一个一个进一个进步的一个要求。

发言人1   06:49
无助焊剂版本的一个TCB，是通过原位去氧化机制来取消中间的这个助焊剂的一个涂布与清洗的一个工序并且能够支持多种也保留了这个来朱汉这个焊料的一个基础，或者说未来在在现有的一个TCB1个基础上，未来进一步取消焊料，直接实现两层裸片之间微凸点之间微微凸点上的同同对铜的一个建合。能够使得现有的一个突破截距能使能够小于10微米，也就满足了现有未来接下来两年HBN4和HBN4亿的对于这个芯片间心裸片间距的一个要求。同时在缩短了这个间距的同时，也意味着你每两层中间能够涂覆的这个微凸点的一个数量，能够得到翻倍的一个增加。也就意味着你获得了能够获得更好的IO密度，以及互电器的一个互联速度，以及更好的一个热度。

发言人1   07:58
当前无铸焊机版本的这个方案分为两种。就无憾机版本的一个设备分为目前分为两种方案，分别由不同的厂商来引领。每一种是以液体以甲酸形式去除助焊剂为代表的这个液体方案。一种是以这个AOR，就是这个氩气加氩氩气加氢气去还原氧这个铜柱表面的氧化层的方案。那么它这种气体方案相对于这个液体方案来说，可能会减少在生产过程中的表面的这种在新甲酸的一个残留，那么可能会进一步避就，尽量会避免在这个生产过程中以及后续的量产以及呃量产过程中，因为底部的这种材料附着引发的互联生效失效的一个问题。

发言人1   09:01
那么整体来说，AR方案目前在HBN的，尤其在HBN的一个生产，H高端的一个cos l的一个that wave，以及HBNHI的量产验证中，相对要相相要相对来说更加领先。然后从目前主推的一个厂商去看，这个SMPD以及国产的快克智能是这个AOR方案的一个主要引领者。甲酸方案就是目前做的相对来说比较成熟的，包括美国的贵索法以及以及国产的普莱信等等等等厂商。

发言人1   09:41
随着未来的整体HBN4近近8层到12层的HBN是进一步往16层的HBN4E以及未来20层以上的HBN5去迭代。一迭代以后意味着当前的HBI的一个结局要进一步缩小到5微米以下。那么即使在TCB的这个技术基础上去实现无焊料的铜对铜的直接连接，也难以去保证相应的洁具能够满足HBN5，尤其是二层以上HBN5的一个生产要求。因此我们现在业界普遍预期最晚到HBN5混合建和会全面替代TCB。

发言人1   10:30
至于下游的业界的主要海外的海力士、三星和美光的在在产线上面去用这个iphone和间隔迭代TCB的一个节点，目前有产生有有很大的有不小的一个分歧。我们主要考虑到在现阶段由这个basic引领的现有的这个混混混合建合的一个设备的一个工艺。实际的这个量产验证下面，目前混合建和在HBN16HBN4E的16层的这个量产验证中，目前它的一个良率还只有20%到30%。也就意味着你单层裸片的建和后的一个良率可能低于90%。

发言人1   11:20
那也就意味着你当前的除了除了不仅仅是这个良率无法满足的一个量产的一个需求。同时你整体的这个工艺工艺的成熟度，因为设备相对来说比较贵。然后整体的一个整套的一个设备单单台设备是TCB的至少两倍以上，那么以常规的这种无助焊机版本的有助焊机版本的一个设备售价大概在200万200万万美元，150万到200万元美元左右。无助焊机版本的一个设备相对来说会接近250万到300万。现有的这个混合件和设备的一个售价至少会在400万400 400万美元以上。

发言人1   12:00
考虑到混合键和更加严苛的这种，包括洁净室，以及前到的这个CNP的这种请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130，环CMP环节的一个设备工艺的一个要求，那么也整体的一个应用成本，整体的一个TCO会是这个TTCB是TCB工艺的至少三倍以上。也就意味着在现有良率的现有量产良率的情况下，是目前业界是无法支持在HBN4或者HBN4E中快快较快的导入这个混合线合的这个混混混合接口的一个迭代。那么考虑到这种我们在成本跟生产效率上面的一个现实阻碍。HBN的这个公开的联合协会jag也在今年3月份就提出了将HBN的HBN的一个层高总高度由720微米放宽到775微米。并且透露了可能在未来与GPU以及CPU的一个厂商做充分的一个产线协调跟验证探讨以后，这个宽度进一步可能会往八佰以及甚至900微米去放宽。那么也就意味着在HBN4E的16层到20层的生产的一个标准下面，也能够用相对来说比较成熟的热压件和设备去实现HBN的一个生产。尤其在今年8月份之后，还是在大在公开的这个行业会议上也明确提到了，可能会将混合建设的一个替代的一个迭代的一个节点，正式官宣推到这个HBN5。

发言人1   13:56
目前三家存储厂商在HHBNHBN的这个混合建合的一个导入上的一个态度有一定的差异。相对来说，海力士由于在现有先进的ARRF这个倒装回流焊的这个工艺下面，再加上今年7月份又新加入了IHBN的一个冷却架构，去减少现有的HBN4和HBN4E上面产线上面的单款产品的一个热点问题。进一步延长了现有的基于TCB的MRF工艺的一个生命周期，尤其在现有的工艺下面，它相对三星跟美光的TCTCNCF的一个工艺它的最终生产出来的一个导电性能，以及这个热以及导热性性能是相对来说更优的。我们海力士在未来混合建和导你全面导入之前，肯定是希望通过保有信独有的这种l buff的一个工艺，来维持产品上真相对于其他两家厂商的一的优势。那么基于基于这个劣势，三星相对来说是这三家厂商中对于推进混合建和产线验证以及后续量产结构的相对来说态度最积极的一家厂商。目前在今年3 4月份左右，也已经完成了12层左右，12层的HBN4HB4E的这个HBN4E的这个混合件和工艺的一个量产的一个产线验证。但是现在整体的这个良良率，整体还与距离量产的一个百分之五六十左右的一个标准，还有比较大的一个差距。

发言人1   15:39
目前业界尤其在今年上半年到今年8月份左右，他对于在HBN产线上面混合键合的一个导入节点，由之前的可能与大部分预期在2028年的下半年左右，进一步往后推到2029年以后，也就意味着当前的业界的选择是更加倾向于继续延长TCB的一个生命周期。然后然后在尽可能的去兼顾目前的一个成本跟良率的一个问题。那么基于基于这个预期，我们在报告中也进一步对接下来20226年到28年二三年的逻辑和存储两个场景下面的TCB的一个潜在市场规模做了一个测算。那么我们这那那我们我我们假设在现有SSS海力士、三星、美光以及国内的一个长期存储，在未来三年，在存储侧的一个HBN的一个产能，整体仍然维持至少翻倍以上的一个扩产的一个规模。同时假设混合建合的一个分流比率在未来的三年还整体维持在10%以下，那么可能有部分的一个产线，比方说像三星在今年年底的一个产线规划上面，26万片月产能的这个呃DHBND端的产线中，可能有接近2万2.2两2到2.5万片的产线是分配给这个混合金额去跑。我们预计就是在接下来的两年内，综合来看，这几家主核心的HBN厂商，混合建合的一个产线占比应该还不超不超过10%。

发言人1   17:42
那我们测算在未来三年，每年存储侧的对于TCB的一个设备需求差不多在500 600到700台左右，就是存储侧的一个情况。那么我们假设在逻逻辑逻辑侧的主要核心的两家，一家台积电，方方姐的台积电，以及IDN的英特尔是目前TCB设备的最大的一个需求方。那么我们假设在未来2到未来三年内，台积电的整体的包括三星、英特尔，就整体的一个TCB的整体的一个cos 2.5D的一个产能，整体维也维持一个翻倍左右的一个扩产速度。再加上国产的几家封封测厂商在2.5D封装这边的一个投入，那我们预计我们预计在T在cos产线上面，TCB的每年未来三年美颜潜在的设备需求的一个采购量大概是在300 400 400到56500台之间。尤其在未来的节点推到2028年，像台积电的cos l全面导入cos一个产线中，它的一个占比从目前现有的大概5%大概百分之百分之5445，2% 2 30，提高到接近五成左右。

发言人1   19:24
That wave这个场景对于GDP的一个需求用量会明显得到一个增长。我们因此我们因此我们测算未来三年整体就每年像逻辑产线的tp需求量是逐年递增的那我们考虑到实际的设备实际的方式，以及存储原厂对于TCB设备的采购需求可能会有所前置，也也有也有也有可能会因为这个产线的一个良率爬坡的一个问题，会进行分批次的一个采购。那我们假设在今年我们看到尤其在HBN4的一个产线，整体的一个推过产的一个进度，还是相对来说是晚，稍微有往后推大概1到2周，大概一个季度。那么我们预计可能到明年或者是一个HBI存储侧的GCB的一个采购高峰。那我们假设每年2两2两个场景下的一个设备的实际采购量是我们理论测算值的60%到70%左右。那么我们在中性的一个假设下农预期在526226到28年每年采购的一个设备数量分别是450台，766台以及755台。我们考虑到2029年可能会进入一个混合结合的一个替代节点。那么在明年TCB的这个咳设备的一个采购可能会达到一个高峰。

发言人1   20:59
那么我们假设在现有的这个TCB的一个平台上，由无助旱由SMBT引领的这种无助焊剂版本的无柱焊接工艺的TCB设备，会逐步去往这个HBN4核以及新的COO丝产线中去替代原有的这个有助基于助焊剂的助基于助焊剂的这个TCB设备。整体的一个平均的一个TCB的一个出货价格有个呃有小有小幅度的逐步提升。那我们预测在那么我们因因此我们预测在今年，公司不是行业内的一个整体TCB设备的一个出货额是差不多接近接近8亿美金。以及到2028年逐步实现接近10接近16亿美金的这么一个规模，我们考虑到考虑到这个混合建合的一个实际迭代迭迭代情况的可能性，可能也会因为这个技术的在产线上面的一个验证情况，可能会在不同阶段会得到一个验证。因此我们也添加了相对来说悲观跟乐观的一种情形。从目前的一个节奏去看的话，整体的业界的一个演进趋势是往乐观的这个方向去走。也可能我们一些乐观的相对乐观的一个看到可能在2028年这个节点，TCB的一个生命周期还没有完全结束。那么可能它整体的一个总的出货的一个潜在规模，可能会达到20亿美金左右的一个量级。

发言人1   22:34
然后我们讲完了目前TCB混建和设备的这个行业趋势。我们看到目前公目前行业内的主要玩家这个SMBT。我们从这个市占率的一个角度去看，它目前在2025以2025年为节点，它大概的一个市占率应该是三成不到，大概27到28亿，27%到28%的一个市占率，对应差不多接近2亿左右，一百多台的出货量的一个规模。

发言人1   23:09
我们也看到了公司过去它的一个在TCP设备的一个主要领先的一个领域。主要是在逻辑侧，尤其是在cos l cost封装中的c to s这个环节，是基本占据主导。他的核心客户像台积电跟英特尔也都是他合作多年的老客户了。整体的公司的。与这个客户之间的绑定关系都非常深。

发言人1   23:40
公司相对来说比较过去比较弱的一个短板是在于存储侧。存储在过去不同的海外的三家存储原厂，它的采购的合作方各自有各自的一个选择。我们具体来看的话，过去这个海力士主要用的是本土原厂，本土韩系厂商的韩美半导体的一个设备。在去2024年年底，因为整体的产线有当时的HBS3和3E网已经逐步要往HBN4去做切换。因此也海力士也做了更多的去基于丰富供应链的选择，去引进的SMPT以及本土的韩华半导体，作为这个二供和三供，当时SMPT是拿到了二供的这个位置，那么也出过了大大大几十台的一个设备。那么从这个节点开始，SMD正式TCP设备正式进入韩信海韩系存储原厂的供应链。我们也看到了，在去尤其在去年去年上半年，然后去年上半年到今年去年去年全年，ASMBT和韩华还是拿走了韩美半导体这边的不少的一个订单。Mome也在今年上半年的韩美的业绩兑现上有得到了一定的一个验证。

发言人1   25:17
除了海力士以外，公司在225年开始也逐步进入三星。三星过去它的一个主供应商，供应商主要是公司体系内部的一家设备厂商，以及日本的新川。在在整体的这个HBN也是在HBN产业线，由以前的三核3E网四和4E切换的这个节点的公司的这种在无助焊机版本上面的领先的领先的工艺，也得到了三星那边的一个认可。目前也在做当无状态机版本的一个产业产品，设备的一个验证，我们也看好AASMD后续在存储侧厂商中的请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。这个份额的一个提升。

发言人1   26:15
然后除了现有的TCB设备以外，公司在混合建模这一块也有相当的一个积累。只不过由于混合键合的工艺生产要生工艺生产需要去和前道的这个减薄减薄课时，以及CMP的这个环节做更深的绑定，因此basic由于这个呃和由于和这个应用材料的一个深度的一个持股，以及和以及合作的一个关系，目前在尤其在CMP这个环节，可能CMP环节的这个H混合件和设备是混合件和设备的这这一块工艺上还和basic有一定的代差。导致当前目前混合建合的一个，设备的一个市场，主要还是由by去主导。然后目前公司由和EVG联合开发的混合进口的一个设备，也已经走到了已经迭代到了第二代。然后目前已有几个2 1到2家房地厂商在已经在做产线的一个验证，这一块公司目前也在持续投入相关的一个人力物力去弥补这个S的一个代差。但是我们也确实看到了，尤其到今年下半年以后，因为产线上的实际量产，验证的一个结果不尽如人意，整体混合建合的一个预期还是一直在往后推。这也是包括海力士之前也明确官宣了在混合建合的一个设备采购可能会进一步往后，后续那边的一个订单可能会进一步往后推迟。

发言人1   28:07
那我们参考了混合件和在就在这个逻辑这一侧，当前就是像AND已经应用到已经应用上去的这个3D堆叠里面的混合建合的一个工艺。实际的当时的一个验证周期也有2到3年之久。那么我们因此我们也预计就是在混合在在在这个存储这一侧的这个呃导入周期应该不比这个逻辑特短。

发言人1   28:36
那我们我们我们考虑就是在整体行业，这对于进一步延长这个TCP生命周期和减推迟这个混合金额导入后，今年尤其在今年下半年，这个best的一个股价也明显受到了一定的一个压制。那么我们过去也看到，因为公司SMAT的从估值的角度去看，尽管今年就在整个AI周期向上的一个驱动下面，就主流的几家后道设备厂商，像SSSMBD以及顾虑索把，还没半导体的一个整体的一个估值都估值水平整体都有上浮。然后目前，但是由于best在高精度的一个固金，这个混合键合设备上面的一个价格，然后以及，设备性能上面的一个领先优势，目前市场的一个定价整体都有所，对于SMBT的一个定价都有所折价。那我们看到今年下半年，随着就整体行业的这个呃相对来说，一整体的一个技术演进的一个趋势，更加利好SMPT。我们看到这个折价也在逐步的一个一个缩短，一个小米。我们看到除了TCB设备以外，公司在今年先进封装的板块内，尤其是在高速高高速的光模块800G和1.6T以上，以及未来的这个CPU的一个量产产线上面出货的高度经济的一个产品，也取得了非常翻倍以上的一个增长。

发言人1   30:11
我们预计公司尤尤尤，尤其是在后道设备这一块，由于不像这个前道前道设备有这么明显的海外的不能引进，或国产的不能引进，或者说现保限维修的这种硬性的这种政治因素影响。那么厚道社会相对来说比较政治相关因素比较轻。我们因此公看到公司在国内的这个半导光模块以及CPO相关的一个厂商中的一个订单也一直在往上走，预计在今年下半年，光模块光子这一块的一个订单还是能够维持一个至少高双位数以上的一个增长。那我们考虑到TCB今年下半年，今年上半年在逻辑侧的一个订单已经锁到了明年的Q1，然后再加上今年下半年这个HBN4产线的一个推进速度推进，那么我们预计就是存储侧的一个订单。后续进来我们我们也看好今年SMBT，然后以及明年今今明两年的至少今明两年的这个半导体业务的半导体设备业务的消费的斜率。我们给到这个SMPT，半导体业务今年5成以上的一个增速，明年接近三成。然后未来两未未未来三年就是基本维持25%以上的复合增速。我们预计今年就是公司整体的一个随着这个规模效应的一个释放，再加上高设备高高价高价值量的这个TCB，以及高固定设备的这种高高精度固定设备的一个导入，整体的一个毛利率会有一个以及以及净利润会有一个不错的一个提升。

发言人1   32:08
那我们预计今年的这个整体的利润率，会提升将近2两到1到2 1到1.5到2个点左右。那么后续过去的这个利润率，公司整体加上SNT咱们集中业务以后，整体的一个利润率还只能维持在10%以下。我们预计在今在未来三年可以逐步恢复到过去最高的接近14%左右的一个水平。那我们预计未来三年的一个利润会保持五成以上的一个复合增速。那么预计今年和明年的一个利润分别是经调整的一个利润分规模净利率分别是18亿跟30亿，那么以目前，差不多对于今年这个，在，3，接近40倍，然后明年接近20倍的一个利息。

发言人1   32:59
因为目前公司的一个整体的订单兑付比率，一直今年二季度一直达到了创纪录的1.16，然后包括先进封装这一块的这个设备的一个订单的一个转化的交付周期也已经延长到了6到9个月。也就是能够基本上能够覆盖到明年上半年预期，我们可以乐观的以明年的这个利润去看目前的一个估值20倍。像整体来说，在现有这个科技板块有一所有所回调的一个情况下，是目前来说是比较有性价比的。那我们也维持对于公司的ASIP这家公司的一个推荐。

发言人1   33:37
好的，以上是我们对于建和设备的这个行业趋势，以及玩家生态，以及对于这个SIBD龙头公司SMBD的一个分析。看看线上的领导有什么问。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。

发言人1   34:13
大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。没有问题的话，我这边再补充一下。

发言人1   34:36
整个前面还是大家对于整整个的全球这个模型的AR编辑的一个增速一个放缓，以及临场的一个资本开支有一定的一个担忧。我们看到现在整个一个整个的一个云的一个资本开支其实还是比较强劲。它不仅局限于整个AI的这样的一个建设，那确实是整个的AI它其实对于原厂来讲，除了这个对于你在动，对于这sas和plus的一个带动也是非常强劲的。

发言人1   35:14
今天早上微软也有讲到说是现在的现在的在手的一个算力12G瓦，到30年的话要进到这个38G瓦。目前的话就12G瓦中只有2G瓦是用于AI专用的一个芯片。到32年是占占到38亿38G瓦，但是其中也就三分只有3分之1是AI算力。

发言人1   35:41
那剩下的其实还是为什么还有这个就是供应不上，还有这么大的一个建设的一个力度。主要还是来源于企业端对于这个上云的这样的一个需求，在大幅的一个扩张。那尽管模型它的一个边际增速，无论是从口径的来讲，还是可能是从口径的整合的口径来讲有变化。或者说从落地的场景上，就还属于一个扣定这个可能将进入到一个瓶颈期。其他的一个领域在无论是我白领这个领域，还是说这个多功能态领域，还是在一个持续一个探索中。但整个的一个资本它这个建设，包括主权云、企业云，你有可能的一个资本开支建设，我们看到还是目前是没有什么问题。更多的还是现在是一个保交易的一个状态，各家的话都是保交应。

发言人1   36:40
所以回到这AIMPT，它采用了整个推理时代，它对于整个存储的一个需求的一个，它这个是个指数级的需求。另外的话这个逻辑芯片以及后面到CPU时代就一个先进封装。这个就是ASMPT的设备都是精准的。这个卡为了就是这样的一个下整个一个需求的红利。另外的话从技术来讲，当前的2829年你单纯的技术是比较稳定的。那么刚才我们预计就是2027年的一个估值是20倍，到28年的话可能也就只有十几倍整体一个估值。

发言人1   37:25
因为整个设备的话它的一个确定性是比较强，因为它并没有太强的一个价格的一个波动。那么扩产的一个周期也是比较确定的，再有订单也比较确定的。那么核那么核心还是回到了这个ASMPT他自身产能和交付情况。从当前来看，就是到28年的话也就是十几倍，其相对于每股所有的这种硬件的这样的一个环节，包括mom tum tower或者是说blue energy等一这些硬件以及参考设备端的话，它的估值就是更低了，当前我们也是比较推荐的，后续也也谢谢各位投资人对我们团队的今天的一个时间。欢迎关注我们明天的一个会议收听。
